
-Ga2O3(0�̅�𝟎)単結晶のエッチピット観察 
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【はじめに】酸化ガリウムはバンドギャップ約 4.8 eVのワイドギャップ半導体であり、融

液成長法により低コストで大型の単結晶を成長させることができるため[1]、次世代のパワ

ー半導体材料として期待されている。前回、我々はβ-Ga2O3単結晶をシンクロトロン放射光

で X線トポグラフィ観察を行い、[100]方向、[001]方向に並んだ転位と思われる欠陥列を見

出したが[2]、今回、我々はβ-Ga2O3単結晶のエッチピットを観察したので報告する。 

【実験方法】試料はタムラ製作所で EFG法により[010]方向に引き上げ育成した単結晶を

(01̅0)面が表面になるように切り出した結晶試料である。その結晶試料を熱リン酸でエッチ

ングし、エッチピットを形成した後[3]、表面を観察した。 

【実験結果】Fig.1にβ-Ga2O3単結晶(01̅0)表面の顕微鏡像を示す。Fig.1(a)ではエッチピット

は[001]方向に並んでおり、Fig.1(a)ではエッチピットは[100]方向に並んでいることがわかる。

これらのエッチピット列は、前回我々が X線トポグラフィで観察した欠陥列と同様のもの

と考えられる。 

【まとめ】β-Ga2O3単結晶のエッチピット観察を行い、X線トポグラフィ観察と同様の結晶

欠陥列を観察した。 
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Fig.1 Microscope images of etch pits on β-Ga2O3 (01̅0) single crystal surfaces. 
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